
IoE社会のエネルギーシステム 「B-②エネルギー伝送システムへの応⽤を⾒据えた基盤技術」
ーMHz帯電⼒伝送システム基盤技術の開発ー

「共通基盤技術」

概要︓MHz帯⾼速スイッチングによる⾮放射型ワイヤレス電⼒伝送システム
の回路技術としてGaNデバイスの⾼速性を引き出すスイッチング回路基盤技
術、⾼速ゲート駆動IC、回路寄⽣素⼦評価・ノイズ評価技術、広帯域イン
ピーダンス計測システムおよび可変リアクタンス負荷装置を開発
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スイッチング回路基盤技術 ⾼速ゲート駆動IC

可変リアクタンス負荷装置

13.56MHz 単相GaNインバータにおいて
世界最⾼出⼒2.8kW、世界最⾼効率96.2%達成


